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[From equivalent EP1050057A1] The invention relates to a 
switching element produced in the form of a film having a tripping 
layer which is made of a first resistance material and which is 
deposited on a first support film. The switching element also has a 
sensor layer which is made of a second resistance material and 
which is deposited on a second support film. Both support films are 
arranged at a certain distance from one another by spacers such 
that the tripping layer and the sensor layer are opposite and do not 
contact one another when the switching element is not actuated. 
When the switching element is tripped, the tripping layer and the 
sensor layer first contact one another at a first point of the surfaces 
thereof, and the contact surface is enlarged when pressure on the 
switching element is increased. The first and second resistance 
materials are matched to one another such that the resistance of 
the limiting layer is essentially set between the tripping layer and the 
sensor layer during contact of the tripping layer and of the sensor 
layer by expanding the contact surface. According to the invention, 
the sensor layer is formed such that the specific electrical 
resistance, starting from the first point, varies in a direction of the 
increasing contact surface with the distance from the first point so 
that a predetermined tripping behavior of the switching element 
results according to the pressure force acting on the switching 
element. [French ] 
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• a first carrier-foil (10), to which a triggering layer (12) 
consisting of a first resistive material is applied, wherein the 
triggering layer (12) comprises first electrical terminal (16), 

• a second carrier-foil (10), to which a sensor layer (14) 
consisting of a second resistive material is applied, wherein 
the sensor layer (14) comprises a second electrical terminal 
(18), 

wherein the first carrier-foil and the second carrier-foil are 
arranged a certain distance from each other by means of spacers 

(11) , in such a way that the triggering layer (12) and the sensor 
layer (14) are opposite each other and, when the switching element 
has not been operated, are not in contact with each other, 
wherein the first resistive material and the second resistive material 
are tuned to each other in such a way that, when the triggering layer 

(12) and the sensor layer (14) are in contact, the resistance of the 
boundary layer between the triggering layer (12) and the sensor 
layer (14) is essentially determined by the size of the area of 
contact, and 

wherein, when the switching element is triggered, the triggering 
layer and the sensor layer are initially in contact with each other at a 
first point of their surface, and the contact area Increases as the 
pressure on the switching element is increased, 
characterised in that 

the sensor layer (14) is designed so that, starting from the first 
point, its electrical resistivity varies with the distance from the first 
point in the direction of increasing contact-area, in such a way that a 
predetermined triggering behaviour of the switching element as a 
function of the compressive force acting on the switching element is 
obtained. 
[ German ] [ French ] 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schal- 
telement in Folienbauweise. das beim Ausldsen ein Si- 
gnal generiert. das von der Grdlle der ausgelOsten Fid- 
Che abhSngt. 

[0002] Ein solches Schaltelement in Folienbauweise 
umfaat sine erste TrSgerfolie, auf der eine Ausldse- 
schicht aus etnem ersten Widerstandsmaterial, z.B. 
Graphit, aufgebracht ist, und einer zweiten TrSgerfolie, 
auf der eine Sensorschicht aus einem zweiten Wider- 
standsmaterial, z,B. einem Halbleitermaterial, aufge- 
bracht ist. Das erste Widerstandsmaterial und das zwei- 
te Widerstandsmaterial sind dabei derart aufeinander 
abgestimmt, dafi bei der Kontaktierung der Auslose- 
schicht und der Sensorschicht der Widerstand der 
Grenzschicht zwischen der Ausloseschicht und der 
Sensorschicht im wesentlichen durch die Ausdehnung 
der Kontaktfldche bestimmt wird. 
[0003] Die erste TrSgerfolie und die zweite Tragerfolie 
sind durch Abstandhalter derart in einem gewissen Ab- 
stand zueinander angeordnet, daft sich die Auslose- 
schicht und die Sensorschicht gegenuberstehen und 
bei nicht betdtigtem Schaltelement nicht miteinander 
kontaktiertsind. Bei der Ausl6sung Oder Betatigung des 
Schaltelements werden die Auslfiseschicht und die 
Sensorschicht gegen die Ruckstellkraftder Tragerfolien 
aufeinander zubewegt und miteinander kontaktiert. Bei 
kleinen AuslOsekrdften werden die beiden Schlchten in 
einem ersten Punkt ihrer Flache miteinander kontak- 
tiert, diese KontaktflSche vergrofiert sich bei zunehmen- 
dem Druck auf das Schaltelement. 
[0004] Mint man den eiektrischen Widerstand des 
Schaltelementes, so erhdlt man eine KenngrOfte, die di- 
rekt von der miteinander kontaktierten Fidche abhdngt, 
und die, unter Einbeziehung der Ruckstellkraft der Tra- 
gerfolien, Ruckschlusse auf die auf das Schaltelement 
wirkenden Ausldsekrafte eriaubt. Aus diesem Grund 
kdnnen derartige Schaltelemente beispleisweise als 
Drucksensoren eingesetzt werden. 
[0005] Derartige Drucksensoren sind kostengunstig 
herstellbar und haben sich in der Praxis als auRerst ro- 
bust und zuverlassig erwiesen. Allerdings ist das Aus- 
Idseverhalten bzw. die Dynamik solcher Drucksensoren 
fur bestimmte Anwendungen nicht geeignel. WShrend 
bei den Im allgemeinen runden Sensoren die radiale 
Ausdehnung der ausgelosten Flache im wesentlichen 
linear von der auf das Schaltelement ausgeObten Kraft 
abhangt, ergibt sich fur die KontaktflSche eine im we- 
sentlichen quadratische Abhdngigkeit. Das Wider- 
standsveriialten des Sensors in AbhSngigkelt der Aus- 
ICsekraft weist folglich einen von dieser quadratischen 
AbhSngigkeit bestimmten Veriauf aus, was die Senso- 
ren fur bestimmte Anwendungen ungeelgnet macht. 

Aufgabe der Erfindung 

[0006] Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es 
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folglich, ein derartiges Schaltelement in Folienbauweise 
vorzuschlagen, das eine Anpassung des Ausldsever- 
haltens an den jeweiligen Einsatzzweck ermdglicht 

5 Allgemelne Beschreibung der Erfindung 

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemSfi geldst 
durch ein Schaltelement in Folienbauweise, mit einer er- 
sten TrSgerfolie, auf der eine AuslOseschlcht aus einem 

10 ersten Widerstandsmaterial aufgebracht ist, wobei die 
Ausloseschicht einen ersten eiektrischen Anschlufl auf- 
weist, und einer zweiten Tragerfolie, auf der eine Sen- 
sorschicht aus einem zweiten Widerstandsmaterial auf- 
gebracht ist, wobei die Sensorschicht einen zweiten 

^5 eiektrischen Anschlufi aufweist. Die erste Tragerfolie 
und die zweite Tragerfolie sind durch Abstandhalter der- 
art in einem gewissen Abstand zueinander angeordnet, 
da& sich die Ausloseschicht und die Sensorschicht ge- 
genuberstehen und bei nicht betatigtem Schaltelement 

20 nicht miteinander kontaktiert sind, wahrend bei der Aus- 
losung des Schaltelements die Ausloseschicht und die 
Sensorschicht zunachst in einem ersten Punkt ihrer Fla- 
che miteinander kontaktiert werden und sich die Kon- 
taktfiache bei zunehmendem Druck auf das Schaltele- 

25 ment vergroRert. Das erste Widerstandsmaterial und 
das zweite Widerstandsmaterial sind derart aufeinander 
abgestimmt, daft bei der Kontaktierung der Auslose- 
schicht und der Sensorschicht der Widerstand der 
Grenzschicht zwischen der Ausldseschicht und der 

30 Sensorschicht im wesentlichen durch die GrOfte der 
Kontaktflache bestimmt wird. Erfindungsgemaft ist die 
Sensorschicht derart ausgestaltet. daft ihr spezifischer 
elektrischer Widerstand, ausgehend von dem ersten 
Punkt, in Richtung der zunehmenden Kontaktflache 

35 derart mit dem Abstand von dem ersten Punkt variiert, 
daft sich ein vorbestimmtes Ausldseverhalten des 
Schaltelements in Abhangigkeit der auf das Schaltele- 
ment wirkenden Druckkraft ergibt. 
[0008] Das Ausldseverhalten eines solchen Schal- 

40 telementes wird, neben dem Widerstand der Grenz- 
schicht zwischen der Ausiaseschicht und der Sensor- 
schicht, auch durch den Widerstand in der Sensor- 
schicht zwischen der Ausldsestelle und dem zweiten 
eiektrischen Anschluft bestimmt. Ein an einer Ausldse- 

45 stelle uber die Grenzschicht in die Sensorschicht einge- 
brachtes elektrisches Signal, z.B. eine elektrische 
Spannung. muft in der Tat Ober die Widerstandsstrecke 
zwischen der Ausldsestelle und dem zweiten Anschluft 
abflieften. 

so [0009] Durch eine gezielte Variation des spezlfischen 
Widerstandes Qber diese Widerstandsstrecke kann 
folglich der Spannungsabfall in der Widerstandsstrecke 
abhangig von der Ausldsestelle beelnfluftt werden, so 
daft das Ausldseverhalten des Schaltelementes bei- 

55 spielswetse llnearisiert werden kann. Ein solches Schal- 
telement kann folglich, bezQglich seines Ausldseverhal- 
tens, d.h. seiner Dynamik fQr jeden bellebigen Einsatz- 
zweck, optimiert werden. 
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[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung des 
Schaltelementes wird der variierende spezifische Wi- 
derstand durch gezieltes Einbringen eines dritten Wj> 
derstandsmaterials in das zweite Widerstandsmaterial 
erzeugt, wobei der spezifische Widerstand des dritten 5 
Widerstandsmateriais und der spezifische Widerstand 
des zweiten Widerstandsmateriais voneinander ver- 
schieden sind, und wobei Konzentration des dritten Wi- 
derstandsmateriais mit dem Abstand von dem ersten 
Punkt varilert. Die Variation des spezlfischen Wider- io 
standes l<ann beispielsweise durch Einbringen eines 
niederohmigen Materials, z.B. Silber, in ein hochohmi- 
ges Halbleitemnaterial erfolgen, wobei der spezifische 
Widerstand der Sensorschicht mit stelgender Menge 
des eingebrachten Materials klelner wird. Umgekehrt ^5 
kann die Variation auch durch Einbringen eines hoch- 
ohmlgen Materials in Schichtaus niederohmigen Mate- 
rial erfolgen. 

[001 1] Das dritte Widerstandsmaterial ist vorzugswei- 
se in Form von lokaien Einschlie&ungen in das zweite 20 
Widerstandsmaterial eingebracht. Diese Einbringungs- 
art ermoglicht eine einfache Herstellung der Sensor- 
schicht bei gleichzeitig guter Kontrolle der Konzentrati- 
on des dritten Widerstandsmateriais in der Sensor- 
schicht. Die Abhangigkeit der Konzentration des dritten 25 
Widerstandsmateriais kann dabei beispielsweise durch 
eIne bestimmte rSumllche Anordnung von Einschlie- 
liungen gleicher Ausdehnung Oder durch eine regelmS- 
l^ige rdumliche Anordnung von Einschlie&ungen mit un- 
terschiedllcher Ausdehnung Oder durch eine Kombina- 30 
tion der belden erfolgen. 

[0012] Das zweite Widerstandsmaterial welst vor- 
zugswelse ein Halbleitermaterial auf und das dritte Wi- 
derstandsmaterial weist einen wesentlich geringeren 
Widerstand auf als das zweite Widerstandsmaterial. 35 
Das Halbleitermaterial kann beispielsweise eine bei der 
Herstellung von Foliendrucksensoren verwendete 
Halbleitertinte umfassen, mit der der erforderilche Fia- 
cheneffektan der Grenzschichtzu einer Ausloseschicht 
aus Graphit vorteilhaft bewirict werden kann, w^hrend 40 
das dritte Widerstandsmaterial Sllber umfadt. 
[0013] Auf die oben beschriebene Weise kann der 
spezifische Widerstand der Sensorschicht ausgehend 
von dem ersten Punkt, beispielsweise den Zentrum ei- 
nes runden Schaltelementes, in radialer RIchtung pro- 45 
portlonal mit dem Abstand zum ersten Punkt ansteigen. 
Die gewShlten AbstandsmaHe resultleren aus der ge- 
wunschten Sensordynamik. 

[0014] Die EInschlleliungen sind vorteilhaft elektrisch 
von dem zweiten elektrischen Anschlufi isoliert. Hier- so 
durch wird verhindert. dad das Schaltelement aufgrund 
von EInschliefiungen, die sich bis in die Grenzschicht 
zwischen Ausloseschicht und Sensorschicht hinelner- 
strecken, vollstdndlg durchschaltet und eine Drukker- 
kennung unmoglich wird. 55 
[0015] Die Einschliedungen sind zudem auf der der 
Ausldseschicht zugewandten Seite vorzugswelse voll- 
standig von dem zweiten Widerstandsmaterial uber- 
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deckt. Die Deckschicht aus zweitem Widerstandsmate- 
rial verhindert einerseits ein dlrektes Durchschalten der 
Ausldseschicht auf die Einschliel^ungen. andererseits 
dient sie als Schutzschicht gegen eventuelle mechani- 
sche Beschadlgung. 

[001 6] Die Ausloseschicht des Schaltelementes kann 
ein Widerstandsmaterial mit einem gleichfSrmigen spe- 
zlfischen Widerstand umfassen. Es handeit sich hierbei 
beispielsweise urn eine Graphitschicht, die sich in ei- 
nem Siebdruckverfahren leicht herstellen ISfit. In einer 
alternativen Ausgestaltung kann die Ausldseschicht 
ahnlich wie die Sensorschicht aufgebaut sein, d.h. die 
Ausldseschicht weist einen spezifischen Widerstand 
auf, der, ausgehend von dem ersten Punkt, in Richtung 
der zunehmenden Kontaktflache mit dem Abstand von 
dem ersten Punkt varilert. Der Veriauf des spezifischen 
WIderstands in der Ausldseschicht kann dabei dem Ver- 
iauf des spezifischen Widerstands in der Sensorschicht 
entsprechen oder einen vdllig anderen Veriauf aufwei- 
sen. 

Beschreibung anhand der Figuren 

[0017] Im fblgenden werden vorteilhafte Ausgestal- 
tungen der Erfindung anhand der beillegenden Figuren 
beschrieben. Es zeigen: 

Flg.1: einen Schnitt durch eine erste Ausgestaltung 
eines Schalteiements in Folienbauweise 

Fig.2: eine Ansicht einer alternativen Verteilung von 
EinschlieRungen in der Sensorschicht des 
Schaltelementes 

Fig.3: eine Ansicht einer weiteren Verteilung von Ein- 
schlieHungen in der Sensorschicht des Schal- 
telementes 

Fig.4: einen Schnitt durch eine zweite Ausgestal- 
tung, in das auch die Ausldseschicht einen va- 
riierenden spezifischen Widerstand aufweist 

Fig. 5: ein Schaltelement mit einem alternativen Aus- 
Idseverfahren. 

[001 8] In Fig. 1 ist ein Schnitt durch ein rundes Schal- 
telement in Folienbauweise dargestellt, das beim Aus- 
Idsen ein Signal generiert. das von der GrfiSe der aus- 
geldsten Fldche abhangt. 

[0019] Es umfaflt im wesentlichen zwei Trdgerfolien 

10, die mittels eines Abstandhalters 11 in einem gewis- 
sen Abstand zueinander angeordnet sind. Auf einer Tra- 
gerfolie ist eine Ausldseschicht 12 aus einem ersten Wi- 
derstandsmaterial. Z.B. Graphit aufgebracht, wShrend 
auf der anderen Trdgerfolie eine Sensorschicht 14 aus 
einem zweiten Widerstandsmaterial, z.B. einer Halblei- 
tertinte, wie sie bei der Herstellung von Foliendnjcksen- 
soren venwendet wird, aufgebracht, die der Ausldse- 
schicht 12 gegenubersteht. Die Ausldseschicht 12 und 
die Sensorschicht 14 weisen jeweils an ihrem Rand ei- 
nen elektrischen AnschluH 16, 18 auf. 
[0020] Das Widerstandsmaterial der Ausldseschicht 
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1 2 und das Widerstandsmaterial der Sensorschicht sind 
derart aufeinander abgestimmt, dafi bei der Kontaktie- 
rung der Ausloseschicht 12 und der Sensorschicht 14 
der Widerstand der Grenzschicht zwischen der Ausia- 
seschicht 12 und der Sensorschicht 14 im wesentlichen 5 
durch die Ausdehnung der Kontaktfiache bestimmt wtrd. 
[0021] Beim Auslosen des Schaltelementes werden 
die beiden Trdgerfolien 10 gegen ihre jeweilige RQck- 
stellkraft soweit zusammengedrQckt. bis die Kontaktie- 
mng der Ausiaseschicht 12 und der Sensorschicht 14 io 
erfolgt. Die Kontaktierung der beiden Schichten wird da- 
bei zunachst in der Mitte der beiden Schichten erfolgen, 
wobei sich die KontaktfiSche mit zunehmender Kraft auf 
das Schalteiement radial nach aullen ausdehnt. Da die 
lineare Ausdehnung der Kontaktfiache im wesentlichen is 
linear mit der ausgeubten Kraft anwachst. wSchst die 
Grofte der KontaktflSche entsprechend quadratisch mit 
der Kraft an. Hierdurch ergibt sich bei einem herkomm- 
Itchen Schalteiement ein Ausldseverhalten, bei dem der 
elektrlsche Widerstand etwa quadratisch mit der Kraft 20 
abfSllt. 

[0022] Zur Linearisierung dieses AuslGseverhaltens 
weist das dargestellte Schalteiement Einschliedungen 
20 eines dritten Widerstandsmaterials auf. wobei das 
dritte Widerstandsmaterial, z.B. Silber. einen wesentlich 25 
geringeren spezifischen Widerstand aufweist ais das 
zweite Widerstandsmaterial. Durch eine geeignete Ver- 
teilung der Einschliefiungen 20 kann derspezifische Wi- 
derstand der Sensorschicht 14 derart mit dem Abstand 
von dem Mittelpunkt des Schaltetements verdndert wer- 30 
den, daR das oben beschriebene nicht-llneare AuslOse- 
verhalten ausgeglichen wird. In der dargestellten Aus- 
fuhrung sind die Einschlieftungen 20 z.B. in Ringen um 
das Zentrum des Schaltelementes angeordnet, wobei 
der Abstand zwischen zwei benachbarten Ringen nach 35 
auden hin zunimmt. 

[0023] Beim AuslOsen des Schaltelementes wird eine 
eiektrische Spannung, die an dem Anschlufi 1 6 der Aus- 
loseschicht 12 aniiegt, uber die Grenzschicht auf die 
Sensorschicht 14 ubertragen. Diese Spannung liegt 40 
dann im wesentlichen zwischen, dem Rand der Kontakt- 
flache und dem Anschlufi 18 der Sensorschicht 14 an, 
das Signal muB folglich in der Sensorschicht 14 die Wi- 
derstandsstrecke zwischen diesen Punkten durchlau- 
fen. Durch Variation des spezifischen Widerstandes der 45 
Sensorschicht 14 ist der Widerstand dieser Wider- 
standsstrecke stark abhSngig von der Ausdehnung der 
Kontaktfiache, so dad das oben angesprochene Ausld- 
severhalten weitgehend linearisiert werden kann. 
[0024] Es ist hierbei anzumerken. dali alternativ zu ei- so 
nem linearen Ausldseverhalten, bei dem der eiektrische 
Widerstand des Schaltelementes proportional zu der 
auf das Schalteiement ausgeubten Kraft ist, durch eine 
geeignete Anordnung der Einschlieliungen 20 im Prin- 
zip jede betiebige Abhangigkeit enmdglicht wird. 55 
[0025] In Fig.2 und Fig.3 sind verschiedene Verteilun- 
gen der Einschlieliungen 20 dargestellt, die ebenfalls 
zu einer Linearisienjng des Ausldseverhaitens des 
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Schaltelementes fOhren. In Fig.2 sind die Einschlieftun- 
gen 20 im wesentlichen strahlenfdrmig angeordnet, wo- 
bei der radiale Abstand zwischen zwei benachbarten 
Einschlieliungen im wesentlichen gleichbleibend ist, 
wShrend die Einschliedungen 20 der Ausgestaltung der 
Fig.3 auf Spiralbahnen angeordnet sind. Allen Verteilun- 
gen gemelnsam ist, dad die Menge des jewel Is in einem 
Kreisring um das Zentrum eingebrachten Materials mit 
dem Abstand vom Zentrum abnimmt. 
[0026] Bei der in Fig.4 dargestellten Ausgestaltung 
des Schaltelementes weist die Ausloseschicht 12 Shn- 
lich wie die Sensorschicht 14 Einschlieliungen 20 auf. 
Dabei sind die Einschlieliungen 20 in der Ausldse- 
schicht 12 an anderen Stellen bezQglich des Zentrums 
des Schaltelementes angeordnet als die Einschlieliun- 
gen in der Sensorschicht 14. Auf diese Weise kann eine 
noch komplexere Anpassung des Ausldseverhaitens an 
eine gegebene Aufgabe erfolgen. 
[0027] In Fig.5 ist eine Verteilung der Einschlieliun- 
gen 20 dargestellt, bei der die Einschlieliungen gfeich- 
maiiig Qber die FlSche der Sensorschicht 14 verteilt 
sind, Eine solche Verteilung der Einschliefiung fuhrt zu 
einem Ausldseverhalten, das dem konventioneller 
Schaltelemente sehr ahnlich ist. Allerdings wird durch 
das Einbringen des niederohmigen Materials in die Sen- 
sorschicht der Einfluli von WIderstandsschwankungen 
in dem hochohmigen zweiten Widerstandsmaterial auf 
den spezifischen Widerstand der jeweiligen Schicht 
stark verringert. Hierdurch kdnnen Qualitdtsunterschie- 
de zwischen verschiedenen Schaltetementen bei der 
Serienherstellung weitestgehend vermieden werden. 



PatentansprQche 

1. Schalteiement in Folienbauweise. mit 

einer ersten TrSgerfolie (10). auf der eine Aus- 
Idseschicht (12) aus einem ersten Wider- 
standsmaterial aufgebracht ist, wobei die Aus- 
loseschicht (12) einen ersten elektrischen An- 
schluli (16) aufweist, 

einer zweiten TrSgerfolie (10), auf der eine 
Sensorschicht (14) aus einem zweiten Wider- 
standsmaterial aufgebracht ist, wobei die Sen- 
sorschicht (14) einen zweiten elektrischen An- 
schlufi(18) aufweist, 

wobei die erste Tragerfolie und die zweite Trager- 
folle durch Abstandhalter (11) derart In einem ge- 
wissen Abstand zuelnander angeordnet sind. dali 
sich die Ausldseschicht (12) und die Sensorschicht 
(14) gegenuberstehen und bei nicht betatigtem 
Schalteiement nicht miteinander kontaktiert sind, 
wobei das erste Widerstandsmaterial und das zwei- 
te Widerstandsmaterial derart aufeinander abge- 
stimmt sind, dali bei der Kontaktierung der Ausld- 
seschicht (12) und der Sensorschicht (14) der Wi- 
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derstand der Grenzschicht zwischen der Auslose- 
schicht (1 2) und der Sensorschicht (14) im wesent- 
lichen durch die Gr6lie der Kontaktfldche bestimmt 
wird, und 

wobei bei der Auslosung des Schaltelements, die 5 
Ausidseschicht und die Sensorschicht zunSchst in 
einem ersten Punkt ihrer FI3che miteinander kon- 
taktiert werden und sich die Kontaktfiache bei zu- 
nehmendem Druck auf das Schaltelement vergrd- 
Bert, 10 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die Sensorschicht (14) derart ausgestaltet ist, daB 
ihr spezifischer elektrischer Widerstand, ausge- 
hend von dem ersten Punkt, in Richtung derzuneh- 
menden Kontaktflache derart mit dem Abstand von is 
dem ersten Punkt variiert, daft sich ein vorbestimm- 
tes Ausl6severhalten des Schaltelements in Ab- 
hangigkeit der auf das Schaltelement wirkenden 
Druckkraft ergibt. 

20 

2. Schaltelement nach Anspmch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daU der variierende spezifische Wider- 
stand durch gezieltes Einbringen eines dritten Wi- 
derstandsmaterials in das zwelte Widerstandsma- 
terial erzeugt wlrd, wobei der spezifische Wider- 25 
stand des dritten Widerstandsmaterials und der 
spezifische Widerstand des zweiten Widerstands- 
materials voneinanderverschieden sind und. wobei 
Konzentration des dritten Widerstandsmaterials mit 
dem Abstand von dem ersten Punkt variiert. 30 

3. Schaltelement nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& das dritte Widerstandsmaterial in 
Form von lokalen Einschliefiungen (20) in das zwei- 

te Widerstandsmaterial eingebracht ist. 35 

4. Schaltelement nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daa die Vertellung der lokalen Einschlie- 
liungen (20) in dem zweiten Widerstandsmaterial 

mit dem Abstand von dem ersten Punkt variiert. 40 

5. Schaltelement nach Anspruch 3 Oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Ausdehnung der lokalen 
Einschlieliungen (20) mit dem Abstand von dem er- 
sten Punkt variiert. 45 

6. Schaltelement nach einem der Anspruche 2 bis 5. 
dadurch gekennzelchnet, dad das zweite Wider- 
standsmaterial ein Halbleitermaterial aufweist und 
daB das dritte Widerstandsmaterial einen wesent- so 
iich geringeren Widerstand aufweist ais das zweite 
Widerstandsmaterial. 

7. Schaltelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der S5 
spezifische Widerstand der Sensorschicht In radla- 

ler Richtung mit dem Abstand zum ersten Punkt an- 
steigt. 
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8. Schaltelement nach einem der Anspruche 3 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die EinschiieBun- 
gen (20) elektrisch von dem zweiten elektrischen 
AnschluB isoliert sind. 

9. Schaltelement nach einem der Anspruche 3 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die EinschlieBun- 
gen (20) auf der der Ausidseschicht (1 2) zugewand- 
ten Seite vollstdndig von dem zweiten Widerstands- 
material uberdeckt sind. 

10. Schaltelement nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Auslfiseschicht (1 2) einen spezifischen Widerstand 
aufweist, der, ausgehend von dem ersten Punkt, in 
Richtung derzunehmenden Kontaktflache mit dem 
Abstand von dem ersten Punkt variiert. 



Claims 

1. Switching element of foil type construction, with 

a first carrier-foil (1 0), to which a triggering layer 
(12) consisting of a first resistive material is ap- 
plied, wherein the triggering layer (1 2) compris- 
es first electrical terminal (16), 
a second carrier-foil (1 0), to which a sensor lay- 
er (14) consisting of a second resistive material 
is applied, wherein the sensor layer (14) com- 
prises a second electrical terminal (18), 

wherein the first carrier-foil and the second canier- 
foil are arranged a certain distance from each other 
by means of spacers (11), in such a way that the 
triggering layer (12) and the sensor layer (14) are 
opposite each other and, when the switching ele- 
ment has not been operated, are not in contact with 
each other, 

wherein the first resistive material and the second 
resistive material are tuned to each other in such a 
way that, when the triggering layer (1 2) and the sen- 
sor layer (14) are in contact, the resistance of the 
boundary layer between the triggering layer (12) 
and the sensor layer (14) is essentially determined 
by the size of the area of contact, and 
wherein, when the switching element is triggered, 
the triggering layer and the sensor layer are initially 
in contact with each other at a first point of their sur- 
face, and the contact area increases as the pres- 
sure on the switching element is increased, 
characterised in that 

the sensor layer (14) is designed so that, starting 
from the first point, its electrical resistivity varies 
with the distance from the first point in the direction 
of increasing contact-area, in such a way that a pre- 
detemriined triggering behaviour of the switching el- 
ement as a function of the compressive force acting 
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on the switching element is obtained, 

2. Switching element according to Claim 1 , character- 
ised in that the varying resistivity is produced by 
the specific addition of a third resistive material into 5 
the second resistive material, wherein the resistivity 

of the third resistive material and the resistivity of 
the second resistive material are different from each 
other and wherein the concentration of the third re- 
sistive material varies with the distance from the first io 
point 

3. Switching element according to Claim 2, character- 
ised in that the third resistive material is embedded 

in the second resistive material in the fonm of local 15 
Inclusions (20). 

4. Switching element according to Claim 3, character- 
ised in that the distribution of the local inclusions 
(20) in the second resistive material varies with the 20 
distance from the first point. 

5. Switching element according to Claim 3 or 4. char- 
acterised in that the extent of the locai inclusions 
(20) varies with the distance from the first point. 25 

6. Switching element according to one of Claims 2 to 
5, characterised in that the second resistive ma- 
terial exhibits a semiconductor material, and that 
the third resistive material has an substantially low- 30 
er resistance than the second resistive material. 

7. Switching element according to one of the preced- 
ing Claims, characterised in that the resistivity of 
the sensor layer increases in a radial direction with 35 
the distance from the first point. 

8. Switching element according to one of Claims 3 to 

7, characterised in that the inclusions (20) are 
electrically Insulated from the second electrical ter- 40 
minal. 

9. Switching element according to one of Claims 3 to 

8, characterised in that the inclusions (20) are, on 
the side facing the triggering layer (12), completely 45 
covered by the second resistive material. 

10. Switching element according to one of the preced- 
ing Claims, characterised in that the triggering lay- 
er (1 2) has a resistivity which, starting from the first so 
point, varies with the distance from the first point in 
the direction of increasing contact-area. 



Revendications 

1. Element de commutation sous forme de feullle. 
comprenant 
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une premiere feuillede support (10) surlaquel- 
le est appliquee une couche de d6clenchement 
(12) faite d'un premier mat^riau rSslstIf, la cou- 
che de d^clenchement (12) 6tant pourvue 
d'une premiere connexion 6lectrique (16), 
une seconde feuille de support (1 0) sur laquelle 
est appliqu6e une couche de capteur (14) faite 
d'un second mat^riau r^sistif, la couche de cap- 
teur (14) 6tant pourvue d'une seconde con- 
nexion electrique (18), 

la premiere feullle de support et la seconde 
feuille de support etantdispos^es d une certai- 
ne distance Tune de I'autre grdce d des 6car- 
teurs (11), de mani^re d ce que la couche de 
d6clenchement (12) et la couche de capteur 
(14) soient situ6es I'une en face de I'autre et ne 
soient pas mises en contact Tune avec I'autre 
lorsque I'dlement de commutation n'est pas ac- 
tion n§, 

le premier mat^riau r^sistif et le second mate- 
riau r^sistif 6tant adaptes Tun d I'autre de ma- 
ni^re ci ce que, lors de la mise en contact de la 
couche de d^clenchement (1 2) et de la couche 
de capteur (14), la resistance de la couche li- 
mite enfre ia couche de ddclenchement (12) et 
la couche de capteur (14) soit d6termin6e es- 
sentiellement par la grandeur de la surface de 
contact, et 

la couche de d^clenchement et la couche de 
capteur dtant d'abord mises en contact I'une 
avec Tautre en un premier point de leur surface, 
lors du d§clenchementde f^l^mentde commu- 
tation, et la surface de contact augmentant d 
mesure que la presslon sur I'6l6ment de com- 
mutation augmente, 

caracterisee en ce que 

la couche de capteur (14) est ex^cut^e de manidre 
d ce que sa resistance Electrique sp6cifique, d parttr 
du premier point, varie de telle sorte avec la distan- 
ce par rapport au premier point, dans la direction de 
la surface de contact croissante, que Ton obtienne 
un comportement de d^clenchement predetermine 
de reiement de commutation en fonction de la pres- 
sion aglssant sur reiement de commutation. 

2. Element de commutation selon ia revendlcation 1 , 
caracterise en ce que la resistance specifique va- 
riable est obtenue par I'introduction cibiee d'un troi- 
sieme materiau resistif dans le second materiau re- 
sistif, la resistance specifique du troisieme materiau 
resistif et la resistance specifique du second mate- 
riau resistif etant differentes Tune de I'autre. et la 
concentration du troisieme materiau resistif variant 
avec la distance par rapport au premier point. 

3. Element de commutation selon la revendication 2. 
caracterise en ce que le troisieme materiau resistif 
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est introduit dans le second matSriau rSsistif sous 
la forme dinciusions (20) locales. 

4. Element de commutation selon la revendication 3. 
caracterlse en ce que la repartition des inclusions 5 
(20) locales dans le second mat^riau rSsistif varte 
avec la distance par rapport au premier point. 

5. Element de commutation selon I'une des revendi- 
cations 3 ou 4, caracterise en ce que la dimension io 
des inclusions (20) locales varie avec la distance 
par rapport au premier point. 

6. Element de commutation selon I'une des revendi- 
cations 2 d 5, caracterise en ce que le second ma- is 
t§riau r6sistif comprend un mat^riau semi-conduc- 
teur et en ce que le troisi^me mat6riau resistif a une 
resistance substantiellement reduite par rapport au 
second mat^riau resistif. 

20 

7. Element de commutation selon I'une des revendi- 
cations pr6c6dentes, caracterise en ce que la re- 
sistance sp^cifique de la couche de capteur aug- 
mente, dans la direction radiale, avec la distance 
par rapport au premier point. 2S 

8. Element de commutation selon I'une des revendi- 
cations 3^7, caracterise en ce que les inclusions 
(20) sont isoiees eiectriquement de la seconde con- 
nexion eiectrique. 30 

9. Element de commutation selon Tune des revendi- 
cations 3^8, caracterise en ce que les inclusions 
(20) sont compietement couvertes par le second 
materiau resistif sur le cdte toume vers la couche 35 
de declenchement (12). 

10. Element de commutation selon I'une des revendi- 
cations precedentes, caracterise en ce que la cou- 
che de declenchement (12) a une resistance spe- <o 
cifique qui, d partir du premier point, varie avec la 
distance par rapport au premier point dans la direc- 
tion de la surface de contact croissante. 
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